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(57)摘要

本发明公开一种整流桥式半导体器件，包括

第一、第二、第三、第四二极管芯片和裸露出环氧

封装体的第一Z形输入引脚、第二Z形输入引脚、L

形正极输入引脚和L形负极输出引脚；所述L形正

极输入引脚和L形负极输出引脚均由芯片支撑

区、直流输出引脚部和位于芯片支撑区、直流输

出引脚部之间的第二折弯部组成，所述L形正极

输入引脚和L形负极输出引脚各自的芯片支撑区

中间区域开有第一通孔，所述L形正极输入引脚

和L形负极输出引脚各自芯片支撑区靠近直流输

出引脚部的一侧开有第二通孔；所述第一连接

片、第二连接片各自的中心处两侧均开有一第一

半圆孔。本发明减小结构应力和减小了环氧注胶

过程中对内部结构冲击力的作用，提高了器件的

可靠性。

权利要求书1页  说明书3页  附图1页

CN 109727938 A

2019.05.07

CN
 1
09
72
79
38
 A



1.一种整流桥式半导体器件，其特征在于：包括：由环氧封装体（1）包覆的第一、第二、

第三、第四二极管芯片（2、3、4、5）和裸露出环氧封装体（1）的第一Z形输入引脚（6）、第二Z形

输入引脚（7）、L形正极输入引脚（8）和L形负极输出引脚（9）；

第一、第二二极管芯片（2、3）各自的正极与L形正极输入引脚（8）上表面电连接，第三、

第四二极管芯片（4、5）各自的负极与L形负极输出引脚（9）上表面电连接，第一二极管芯片

（2）的负极、第四二极管芯片（5）的正极均通过第一连接片（14）与第一Z形输入引脚（6）电连

接，第二二极管芯片（2）的负极、第三二极管芯片（5）的正极均通过第二连接片（15）与第二Z

形输入引脚（7）电连接；

所述L形正极输入引脚（8）和L形负极输出引脚（9）均由芯片支撑区（111）、直流输出引

脚部（112）和位于芯片支撑区（111）、直流输出引脚部（112）之间的第二折弯部（113）组成；

所述第一连接片（14）、第二连接片（15）各自的中心处两侧均开有一第一半圆孔（16），

所述L形正极输入引脚（8）和L形负极输出引脚（9）各自的芯片支撑区（111）外侧均开有一第

一缺口部（17），所述L形正极输入引脚（8）和L形负极输出引脚（9）各自的芯片支撑区（111）

中间处两侧均开有一第二缺口部（18）；

所述L形正极输入引脚（8）和L形负极输出引脚（9）各自的芯片支撑区（111）中间区域开

有第一通孔（12），所述L形正极输入引脚（8）和L形负极输出引脚（9）各自芯片支撑区（111）

靠近直流输出引脚部（112）的一侧开有第二通孔（13）。

2.根据权利要求1所述的整流桥式半导体器件，其特征在于：所述第一Z形输入引脚

（6）、第二Z形输入引脚（7）均由水平连接部（101）、水平输入引脚部（102）和位于水平连接部

（101）、水平输入引脚部（102）之间的第一折弯部（103）组成。

3.根据权利要求1所述的整流桥式半导体器件，其特征在于：所述直流输出引脚部

（112）与第二折弯部（113）的夹角度数为110°~150°。

4.根据权利要求2所述的整流桥式半导体器件，其特征在于：所述水平连接部（101）与

第一折弯部（103）的夹角度数为110°~150°。
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整流桥式半导体器件

技术领域

[0001] 本发明涉及一种整流半导体器件，尤其涉及一种整流桥式半导体器件。

背景技术

[0002] 整流桥器件是由四个整流二极管组成的一个桥式结构，它利用二极管的单向导电

特性对交流电进行整流，由于桥式整流器对输入正正弦波的利用效率比波整流高一倍，是

对二极管半波整流的一种显著改进，故被广泛应用于交流电转换成直流电的电路中。

[0003] 现有整流桥器件结构受空间布局限制，不能封装60mil以上更大尺寸的芯片，无法

满足终端产品小型化的需求，产品结构应力较大，不适合封装60mil以上大尺寸芯片，产品

厚度通大，不能满足终端产品紧凑化设计的需求，由产品结构决定的生产工艺精度不高。

发明内容

[0004] 本发明目的是提供一种整流桥式半导体器件，该整流桥式半导体器件减小结构应

力和减小了环氧注胶过程中对内部结构冲击力的作用，提高了器件的可靠性。

[0005] 为达到上述目的，本发明采用的技术方案是：一种整流桥式半导体器件，包括：由

环氧封装体包覆的第一、第二、第三、第四二极管芯片和裸露出环氧封装体的第一Z形输入

引脚、第二Z形输入引脚、L形正极输入引脚和L形负极输出引脚；

第一、第二二极管芯片各自的正极与L形正极输入引脚上表面电连接，第三、第四二极

管芯片各自的负极与L形负极输出引脚上表面电连接，第一二极管芯片的负极、第四二极管

芯片的正极均通过第一连接片与第一Z形输入引脚电连接，第二二极管芯片的负极、第三二

极管芯片的正极均通过第二连接片与第二Z形输入引脚电连接；

所述L形正极输入引脚和L形负极输出引脚均由芯片支撑区、直流输出引脚部和位于芯

片支撑区、直流输出引脚部之间的第二折弯部组成；

所述第一连接片、第二连接片各自的中心处两侧均开有一第一半圆孔，所述L形正极输

入引脚和L形负极输出引脚各自的芯片支撑区外侧均开有一第一缺口部，所述L形正极输入

引脚和L形负极输出引脚各自的芯片支撑区中间处两侧均开有一第二缺口部；

所述L形正极输入引脚和L形负极输出引脚各自的芯片支撑区中间区域开有第一通孔，

所述L形正极输入引脚和L形负极输出引脚各自芯片支撑区靠近直流输出引脚部的一侧开

有第二通孔。

[0006] 上述技术方案中进一步改进的方案如下：

1.  上述方案中，所述第一Z形输入引脚、第二Z形输入引脚均由水平连接部、水平输入

引脚部和位于水平连接部、水平输入引脚部之间的第一折弯部组成。

[0007] 2. 上述方案中，所述直流输出引脚部与第二折弯部的夹角度数为110°~150°。

[0008] 3. 上述方案中，所述水平连接部与第一折弯部的夹角度数为110°~150°。

[0009] 由于上述技术方案运用，本发明与现有技术相比具有下列优点和效果：

1.  本发明整流桥式半导体器件，其L形正极输入引脚和L形负极输出引脚各自的芯片
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支撑区中间区域开有第一通孔，所述L形正极输入引脚和L形负极输出引脚各自芯片支撑区

靠近直流输出引脚部的一侧开有第二通孔，其减小结构应力和减小了环氧注胶过程中对内

部结构冲击力的作用，提高了器件的可靠性；其次，其第一连接片、第二连接片各自的中心

处两侧均开有一第一半圆孔，所述L形正极输入引脚和L形负极输出引脚各自的芯片支撑区

外侧均开有一第一缺口部，所述L形正极输入引脚和L形负极输出引脚各自的芯片支撑区中

间处两侧均开有一第二缺口部，增加外部引脚面积和增加本体边缘环氧强度的作用，增加

了边缘环氧的强度和减小结构应力和减小环氧注胶过程中对内部结构冲击力的作用。

[0010] 2.  本发明整流桥式半导体器件，其通过优化的产品结构，实现了在更小的产品外

形尺寸中封装更大芯片尺寸的设计需求，最大芯片尺寸由60mil增加到88mil，解决了大尺

寸芯片带来的结构应力问题，实现了产品厚度尺寸减小到原来的40%左右，工艺效率提升了

1倍以上。

附图说明

[0011] 附图1为本发明整流桥式半导体器件结构示意图；

附图2为附图1 的剖面结构示意图。

[0012] 以上附图中：1、环氧封装体；2、第一二极管芯片；3、第二二极管芯片；4、第三二极

管芯片；5、第四二极管芯片；6、第一Z形输入引脚；7、第二Z形输入引脚；8、L形正极输入引

脚；9、L形负极输出引脚；101、水平连接部；102、水平输入引脚部；103、第一折弯部；111、芯

片支撑区；112、直流输出引脚部；113、第二折弯部；12、第一通孔；13、第二通孔；14、第一连

接片；15、第二连接片；16、第一半圆孔；17、第一缺口部；18、第二缺口部。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述：

实施例1：一种整流桥式半导体器件，包括：由环氧封装体1包覆的第一、第二、第三、第

四二极管芯片2、3、4、5和裸露出环氧封装体1的第一Z形输入引脚6、第二Z形输入引脚7、L形

正极输入引脚8和L形负极输出引脚9；

第一、第二二极管芯片2、3各自的正极与L形正极输入引脚8上表面电连接，第三、第四

二极管芯片4、5各自的负极与L形负极输出引脚9上表面电连接，第一二极管芯片2的负极、

第四二极管芯片5的正极均通过第一连接片14与第一Z形输入引脚6电连接，第二二极管芯

片2的负极、第三二极管芯片5的正极均通过第二连接片15与第二Z形输入引脚7电连接；

所述L形正极输入引脚8和L形负极输出引脚9均由芯片支撑区111、直流输出引脚部112

和位于芯片支撑区111、直流输出引脚部112之间的第二折弯部113组成；

所述第一连接片14、第二连接片15各自的中心处两侧均开有一第一半圆孔16，所述L形

正极输入引脚8和L形负极输出引脚9各自的芯片支撑区111外侧均开有一第一缺口部17，所

述L形正极输入引脚8和L形负极输出引脚9各自的芯片支撑区111中间处两侧均开有一第二

缺口部18；

所述L形正极输入引脚8和L形负极输出引脚9各自的芯片支撑区111中间区域开有第一

通孔12，所述L形正极输入引脚8和L形负极输出引脚9各自芯片支撑区111靠近直流输出引

脚部112的一侧开有第二通孔13。
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[0014] 上述第一Z形输入引脚6、第二Z形输入引脚7均由水平连接部101、水平输入引脚部

102和位于水平连接部101、水平输入引脚部102之间的第一折弯部103组成。

[0015] 上述直流输出引脚部112与第二折弯部113的夹角度数为130°。

[0016] 上述水平连接部101与第一折弯部103的夹角度数为130°。

[0017] 实施例2：一种整流桥式半导体器件，包括：由环氧封装体1包覆的第一、第二、第

三、第四二极管芯片2、3、4、5和裸露出环氧封装体1的第一Z形输入引脚6、第二Z形输入引脚

7、L形正极输入引脚8和L形负极输出引脚9；

第一、第二二极管芯片2、3各自的正极与L形正极输入引脚8上表面电连接，第三、第四

二极管芯片4、5各自的负极与L形负极输出引脚9上表面电连接，第一二极管芯片2的负极、

第四二极管芯片5的正极均通过第一连接片14与第一Z形输入引脚6电连接，第二二极管芯

片2的负极、第三二极管芯片5的正极均通过第二连接片15与第二Z形输入引脚7电连接；

所述L形正极输入引脚8和L形负极输出引脚9均由芯片支撑区111、直流输出引脚部112

和位于芯片支撑区111、直流输出引脚部112之间的第二折弯部113组成；

所述第一连接片14、第二连接片15各自的中心处两侧均开有一第一半圆孔16，所述L形

正极输入引脚8和L形负极输出引脚9各自的芯片支撑区111外侧均开有一第一缺口部17，所

述L形正极输入引脚8和L形负极输出引脚9各自的芯片支撑区111中间处两侧均开有一第二

缺口部18；

所述L形正极输入引脚8和L形负极输出引脚9各自的芯片支撑区111中间区域开有第一

通孔12，所述L形正极输入引脚8和L形负极输出引脚9各自芯片支撑区111靠近直流输出引

脚部112的一侧开有第二通孔13。

[0018] 上述直流输出引脚部112与第二折弯部113的夹角度数为115°。

[0019] 上述水平连接部101与第一折弯部103的夹角度数为115°。

[0020] 采用上述整流桥式半导体器件时，其减小结构应力和减小了环氧注胶过程中对内

部结构冲击力的作用，提高了器件的可靠性；其次，其增加外部引脚面积和增加本体边缘环

氧强度的作用，增加了边缘环氧的强度和减小结构应力和减小环氧注胶过程中对内部结构

冲击力的作用；再次，其通过优化的产品结构，实现了在更小的产品外形尺寸中封装更大芯

片尺寸的设计需求，最大芯片尺寸由60mil增加到88mil，解决了大尺寸芯片带来的结构应

力问题，实现了产品厚度尺寸减小到原来的40%左右，工艺效率提升了1倍以上。

[0021] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人

士能够了解本发明的内容并据以实施，并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明

精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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